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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf cine Laseioptik gemaB 
OberbegrifT PaienUmspruch 1 sowie auf einen Diodenlaser 
mit cincr solchcn Optik gcmaB Obcrbcgriff Patcntanspruch 5 
17. 

lui OegensaLz zu konvendonellen Laserslrahlquellen, die 
einen Strahldurchmesser von einigen mm bei einer geringen 
Strahldivecgenz im Bereich von wenigen mrad aufweisen, 
zeichneL sich die Slrahlung eines Halbleiler-Diodenlaser 10 
(nachstchcnd auch '*T)iodcnlascr") durch cincn stork divcr- 
genten Strahl mit einer Di vergenz > 1000 mrad aus. Hervor- 
genifen wird dies von der aur< 1 jiiii Hohe begrenzten Aus- 
trittsschicht, an der ilhnlich der Beugung an einer spalri^r- 
migen Offnung, ein gioBer Divergenzwinkel erzeugt wird. is 
Da die Ausdehnung der AuslrilLsoITnung in der Ebene senk- 
rccht und parallel zur aktivcn Halblcitcrschicht untcrschicd- 
lich ist, kommen verschiedene Strahldivergenzen in der 
Ebene senkrechl und parallel zur akliven Scbichl zuslande. 

Um eine T^istung von 20-60 W fUr einen Diodenlai^er zu 20 
enreichen, werden zahkciche Laserchips auf einem sog. Bar- 
ren zu einein Laserbauelemeni zusaiiimengefafil. tlblicher- 
wcisc wcrdcn hicrbci 10-50 cinzclnc Hmittcrgruppcn in ei- 
ner Reihe in der Ebene parallel zur akti ven Schicht angeord- 
nei. Der resullieiende Slrahl eines solchen Barrens hat in der 25 
Hbene parallel zur akti ven Schicht einen Offnungswinkel 
von ca. 10^ und einen Strahldurchmesser von ca. 10 mm. 
Die resulderende SUrahlqualilUi in dieser Ebene ist uiii ein 
Viclfachcs gcringcr als die sich CT^cbcndc Strahlqualitat in 
der zuvor beschriebenen Ebene senkrecht zur aktiven -lo 
Schicht. Auch bei einer moglichen zukCinftigen X^tringe- 
rung der Divergenzwinkel von T^ser-Cips bleibt das stark 
unterschiedliche Veihaltnis der Strahlqualitat senkrecht und 
parallel zur akliven Schichl bestehen. 

Der Strahl vcrfUgt aufgrund der zuvor beschriebenen 35 
Strahlcharakteristik iiber einen groBen Unterschied der 
Strahlqualit^ in beiden Richtungen senkrecht und parallel 
zur aktiven Schicht. Der BegriflF der Strahlqualitat wird da- 
bei beschrieben duich den Parameter. ist definiert 
duich den Faklor, iiiiL deiii die Slrahldiveigenz des Dioden- 40 
lascrstrahlcs iibcr der Strahldivci^gcnz cincs hcugungsbc- 
grenzten Strahles gleichen Durchmessers liegt In dem oben 
gezeigten Fall verfQgt man in der Ebene parallel zur akdven 
Schicht iiber einen Strahldurchmesser, der um den Faktor 
10.000 iiber dem Strahldurchmesser in der senkrechten 45 
Ebene liegU Bei der Slrahldiveigenz verhall es sich anders, 
d. h. in der Rbcnc parallel zur aktiven Schicht wird cine fast 
10-fach kleinere Slrahldiveigenz erreicht. Der Parameter 
in der Ebene parallel zur akdven Schicht liegt also um meh- 
rere GnoBenordnungen uber dem Wert, in der Rbene 50 
senkrecht zur aktiven Schicht. 

Ein inogliches Ziel einer Strahlformung isi es, einen 
Strahl mit nahczu gleichen Wcrtcn in bcidcn Ebcncn, 
d. h. senkrechl und parallel zur aktiven Schicht zu erreichen. 
Bekannl sind derzeil folgende Verfahren zur Umfoniiung 55 
der Strahlgeometrie durch die eine Annaherung der Strahl- 
qualitaten in den beiden Ilauptebenen des Strahles erreicht 
wird. 

Mittels eines FaserbUndels lassen sich linienfc^rmige 
Strahlquerschnitte durch Umordnen der Fasem zu einem 60 
kreisrunden Biindel zusaimuenfassen. Solche Verfahren 
sind z. R. in den US-Patenr.schriften 5 127 068, 4 763 975, 
4 818 062, 5 268 978 sowie 5 258 989 beschrieben. 

Daneben besleht die Tbchnik des Strdhldrehens, bei dem 
die Strahlung ein/^lner Rmitter um 90° gedreht wird, um so 65 
eine Umordnung vorzunehmen bei der eine Anordnung der 
Slrahlen in Richtung der Achse der besseren StrahlqualiLai 
erfolgt. 7.U diesem Verfahren sind folgende Anordnungen 
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bekannl: US 5 168 401, EP 0 484 276, DE 44 38 368. AUen 
V^ahnai ist gcmcin, dafi die Strahlung dncs Diodcnlascrs 
nach dessen Kollimation in der Fast-Axis-Richtung, um 90^ 
gedreht wird uui eine Slow-Axis-KoLIiuiadon uiit einer ge- 
mcinsamcn Zylindcroptik vorzunehmen. Tn Abwandlung 
der genannten Verfahren ist auch eine durchgehende Linien- 
quelle denkbar (z. B. die eines in Fasl-Axis-RichUing kolli- 
mierten Diodenlasers hoher Belegungsdichte), deren Strahl- 
profU (Linie) aufgeteilt wird und in umgeordneter Form hin- 
ter dem oplischen Element vorliegl. 

Daneben hcstcht die Moglichkcit, ohnc cine Drchung des 
Strahles eine Umordnung der Strahlung einzelner Emitter 
vorzunehmen, wobei durch z. B. durch den parallelen Ver- 
.satz (Verschieben) mittels paralleler Spiegel eine Umord- 
nung der Strahlung erreicht wird (WO 95/15510). Eine An- 
ordnung, die sich ebenfalls der Ibchnik des Umordnens be- 
dicnt, i.st in DH 1 9 50 053 und DR 1 95 44 488 beschrieben. 
Hierbei wird die Strahlung eines Diodenlaserbanens in ver- 
schiedene Ebenen abgelenkl und dorl einzeln kolliiiuerL 

Die Nachteile des Standes der Technik lassen sich u. a. 
dahing^end zusammenfassen, daB bei fasezgekoppelten 
Diodenlasem iiieisl ein Strahl mil sehr unlerschiedlichen 
Srrahlqualitatcn in hcidcn Achsrtchtungcn in die Fascr cin- 
gekoppelt wird. Bei einer kreisrunden Faser bedeutet dies, 
dafi in einer Achsrichtung die inogliche nuiiierische Aperlur 
Oder der Faserdurchmesser nicht genutzi wird. Dies fUhrt zu 
erheblichen Verlusten bei der Leistungsdichte, so daB in der 
Praxis eine Beschrankung auf ca. 10^ W/ciu^ erfolgt. 

Bei den genannten bckanntcn Verfahren mfisscn wciter- 
hin teilweise erhebliche Weglangenunterscfaiede kompen- 
siert warden. Dies geschieht meist duich Korrekturprismen, 
die Fehler nur hegrenzt ausgleichen kAnnen. Vielfachrefle- 
xionen stellen weiterhin erhohte Anforderungen an Justage- 
genauigkeit, Fertigungstoleranzen sowie Bauteilsiabiliiat 
(WO 95/15510). Rcflckticrcndc Optikcn (z- B. aus Kupfcr) 
verfiigen iiber hohe Absorptionswerte. 

Bekannt ist auch eine Laseroptik mit den Merkmalen des 
OberbegriflFs des Patentanspruches 1 (HP 0 863 588). Bei 
dieser bekannten Laseroptik wird der einen linien- oder 
bandionuigen QuerschniU aufweisende Laserstrahl einer 
Hmittcrgruppc bzw. cincs T^ascrbarrcn in Tcilstrahlcn aufgc- 
fachert, die in unterschiedlichen, parallelen Ebenen liegen. 
Diese Einzel- bzw. Ibilstrahlen werden dann in einem zwei- 
ten Umformelement so Ubereinandergeschoben, daB sich 
bereits hierdurch ein konzentrierterer Strahlendurchmesser 
und daiiiil eine hohere Leistungsdichte eigeben. 

Aufgahc der Erfindung ist cs, cine T^ascroptik bzw. cincn 
Diodenlaser fur eine erhohte Leistung zu scha£fen. 

Zur L5sung dieser Aufgabe ist eine Laseroptik entspre- 
chend dem Patentanspnich 1 und ein Diodenlaser enLspre- 
chend dem Patentanspnich 17 ausgebildet. 

Die Besonderheil der Erfindung besleht darin, daB wenig- 
stcns zwci, vorzugswcisc abcr mchr als zwci Emittcrcbcncn 
mit jeweils wenigstens einer eine Vielzahl von Emittern 
bzw. Dioden aufweisenden EiidLlergrupfK; vorgesehen sind, 
und daB die Lasers trahlung jeder Rmittergruppe durch das 
erste Umformelement so aufgefachert wird, daB fur jede 
Emittergruppe eine eigene TbilsLrahlgruppe mil Teilsirahlen 
erhalren wird, die in 7.wei senkrecht zur Srrahlungsrichr.ung 
verlaufenden Achsen gegeneinander versetzt sind. Die Teil- 
slrahlgruppen schlieBen in einer ersLen Achse aneinander an, 
und zwar vor/.ug.sweise ohne Ahstand oder Zwischenraum 
zwischen diesen Teilstrahlgruppen. Durch das zweite Um- 
funnelemenl konnten dann saiiilliche Teilsirahlen sanitii- 
cher Gruppen durch Verschieben in der ersten Achse, die 
auch die Achse ist, in der die Emitter der Emitteigruppen 
aufeinander folgen oder dieser Achse entsprichU ubereinan- 
dergeschohen, so daB diese Teilstrahlen einen gemeinsamen 
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uingefuniiUsn LasersUahl bilden, der beispieUweise einen 
balkcnftirniigcn Qucrschnitt mit cincr Brcitc bcsttzt, die dcr- 
jenigen L^ge entspricht, die die Teilstrahlen in der ersten 
Achse aufweisen, und der in einer Fokussieroptik in einen 
Fokus fokussicit wcrdcn kann. 5 

Als Umformelemente werden voizugsweise Plattenfacher 
verwendel. Unler "PlalLeniacher" isl iui Sinne der Erfindung 
ein vom T^serlicht durchstrahltes opHsches Hlement zu ver- 
stehen, welches sich aus mehreren Flatten oder plattenfor- 
inigen Elenienlen aus einein lichQeilenden Material, vor- 10 
7.ugswcisc Glas, 7.usammcnsct7.t, die stapclarrig ancinandcr 
anschlieBen und f^cherartig gegen einander verdreht sind, 
und zwar uiu wenigslens eine senkrechl zur Platlenebene 
veriaufenden Facherachse. Jede Platte oder jedes plattenf^r- 
mige Blement bildet an einander gegeniiberliegenden Seiten is 
eine Flallenschuialseite fiir den LichleinuiU oder -auslriu 
und ist so ausgcbildct, daB im Plattcn-Tnnercn \m Bcncich 
der Oberflachenseiten cine Ibtalreflexion orfolgt. 

Unler "Oberdachenseilen*' sind iiii Sinne der Erfindung 
jeweils die gmBen Platlenseiten 7.u verstehen. Unter 20 
"Schmalseiten" sind im Sinne der Erfindung die am Platten- 
rand zwischen den Oberflachenseilen gebildeten Seiten zu 
verstchcn. 

Der Hatten^her kann durch Zusanmiensetzen aus ein- 
zelnen Flatten oder platlenlbnuigen Elemenlen oder aber 25 
auch einstUckig, beispielswdse als Formteil mit entspre- 
chenden Zwischenschichten fUr die Totalreflexion, herge- 
stellt sein. 

Die Erfindung wird im Folgendcn anhand der Figurcn an 
Ausfiihrungsbeispielen n^er erlautert. Es zeigen: 30 

Fig. 1 in vereinfachterDarstellung einen Diodenlaser, be- 
stehend aus einer mehrere Teaser-Chips oder -barren aufwei- 
senden Laserdiodenanordnung und einer Laseroptik zur 
UiiiToniiung der Laserslrahlen, wubei die Zeichenebene die- 
scr Figur scnkrccht zur aktivcn Schicht der T^scrbamcn 35 
liegt; 

Fig. 2 den Diodenlaser der Fig. 1, allerdings in einer Dar- 
stellung, in der die Zeichenebene dieser Figur parallel zur 
aktiven Schicht der Diodenelemente liegt, wobei die Diver- 
genz der Lasers Irahlen in der Slow-Achse aus Griinden der 40 
Ubersichtlichcrcn Darsicllung und bcsscrcn Erl^urcrung wc- 
gen iibertrieben daigestellt ist; 

Fig. 3 in den Positionen a, b und c jeweils in vereinfachter 
Darstetlung die Ausbildung des Laserstrahls an verschiede- 
nen Positionen innerhalb der Laseroptik der Fig. 1 und 2; 45 

Fig. 4 und 5 in Darslellungen ahnlich den Fig. 1 und 2 
cine zwcite m5g1ichc AusfUhrungsform der Rrfindung; 

Fig. 6 in den Position a, b und c jeweils in vereinfachter 
Darstellung die Ausbildung des Laserstrahls an verschiede- 
nen Positionen innerhalb der T^semptik der Fig. 4 und 5; 50 

Fig. 7 und 8 in Darstellungen ahnlich den Fig. 1 und 2 ei- 
nen Diodenhiser gernaB einer drillen inoglichen Ausfiih- 
rungsform der Erfindung; 

Fig. 9 und 10 in Darstellungen ahnlich den Fig. 4 und 5 
einen Diodenlaser geinafi einer vierten moglichen Ausfuh- 55 
ningsform der Erfindung; 

Fig. 11 und 12 in Darstellungen ahnlich Fig. 4 und 5 ei- 
nen Diodenlaser geniaB einer funflen moglichen Ausfiih- 
rungsfomi der Erfindung. 

In den Figuren sind der besseren tjbersichtlichkeit wegen 60 
jeweils iiiit X, Y und Z senkrechl zueinander verlaufende 
Raumachsen, namlich die X-Achse, Y-Achse und 7.-Achse 
bezeichnet. Die Zeichenebene der Fig. 1 liegt dementspre- 
chend in der von der Y-Achse und der Z-Achse definierlen 
Y-7,-Rbene, die Zeichenebene der Fig. 2 in der X-Z-Rbene 65 
und die Zeichenebene der Fig. 3 in der X-Y-Ebene. 

Der in den Fig. 1-3 dargeslellle Diodenlaser 1 besieht iin 
wesenrlichen aus einer Diodenlaseranordnung 2, die meh- 



iwre jeweils an einem u. a. als Waniiesenke ausgebildelen 
Substrat 3 vorgcschcne Lascrbauclcmcntc bzw. -barren 4 
aufweist Jeder Laserbarren 4 besitzt eine Vielzahl von La- 
serlichl aussendenden Diodeneleuienten oder Eiiiittem, die 
glcichsinnig orienticri und in jcdcm T^scrbamcn 4 in'Rich- 
tung der X-Achse gegeneinander versetzt sind sowie insbe- 
sondere auch mit ihren aktiven Schichten in einer genieinsa- 
men Ebene senkrechl zur Zeichenebene der Fig. 1 bzw. par- 
allel zur Zeichenebene der Fig. 2 liegen. d. h. bei der fiir die 
Figuren gewahlten Darstellung in der X-Z-Ebene. 

Weircrhin sind die laserbarren 4 parallel zueinander und 
in Richtung der Y-Achse um einen vorgegebenen Betrag y 
voneinander beabstandet. Dieser Absland ergibi sich u. a. 
konsmiktiv durch die Dicke, die die Substrate 3 in dieser 
Achsrichtung aufweisen. 

Der Diodenlaser 1 umfaBt weiLerhin die nachslehend na- 
her beschricbcnc laseroptik 8, mit der die Lascrslrahlung 
der einzelnen Laserbarren 4 in einem gemeinsamen Fokus 5 
fokussierl wird. Diese Laseroptik 8 umfaBt u. a. Fast-Axity- 
Kollimatoren 6, von denen jeweils einer jedem T^serharren 
4 zugeordnet ist und die jeweils eine Kollimation des Laser- 
strahls 7 des zugehorigen Laserbarren 4 in der FasL-Axis, 
d. h. in der Y-Achse und damit in der Y-Z-Ebcnc scnkrccht 
zur aktiven Schicht bewirken, in der der Laserstrahl der 
Enuller des belrelTenden Laserbarrens 4 die groBere Diver- 
genz aufweist. Bei der dargestellren AusfUhrungsform sind 
die Fast-Axis-KoUimatoren 6 jeweils von einer Mikrolinse, 
nSinlich von einer Zylinderlinse gebildet, die mit ihrer 
Achsc in dcrX-Achsc licgl. Nach dcm Durchtriti. durch den 
Fast-Axis-Kollimator 6 steht der Laserstrahl 7 jedes Laser- 
barrens im wesentlichen als schmalbandiger Su^l zur Ver- 
fiigung, dessen grttSere Abmessung x in der X-Achse liegt, 
wie dies in der Fig. 3 in der Position a angegeben isL 

Auf die FasL-Axis-Kollimaloren 6 in Richtung der opti- 
schcn Achsc (Z- Achsc) folgcnd wcist die Laseroptik 8 im 
Strahlengang der Laserstrahlen 7 eine optische Anordnung 
zum weiteien Formen der Laserstrahlen auf, und zwar in der 
Weise, daB in einem ersten Umformelement, welches fUr die 
Laserstrahlen 7 samtlicher Laserbarren 4 gemeinsam vorge- 
sehen isl, jeder Laserstrahl 7 zunachsl in Teilstrahlen 7' zer- 
tncnnt wird, die in vcrschicdcncn Khencn parallel zur X-Z- 
Ebene aufgefachert und von Ebene zu Ebene in der X-Achse 
gegeneinander versetzt sind, wie dies in der Posidon b der 
Fig. 3 dargesrellt ist. Diese Darstellung z^igt auch, daB die 
Teilstrahlen 7* jedes Laserbarrens 4 jeweils eine Teilstrahl- 
gruppe 9 von aufgefacherten Teilstrahlen T bildet, wobei die 
AnzAhl der Gruppcn 9 glcich der Anzahl der Laserbarren 4 
bzw. der Emitterebenen der Laserdiodenanordnung 2 ist, in 
denen die Laserbarren 4 angeordnet sind. Jede Gruppe 9 hc- 
sitzt weiterhin in "Richtung der Y-Achse eine Hohe y', die 
dem Abstand y entspricht. Weiterhin schlieBen die Gruppen 
9 bei der dargesLellLen AusRihrungsfonn unntiLLelbar anein- 
andcr an, d. h. der Abstand zwischen der Ebene des letztcn 
Teilstrahls 7* einer Gruppe 9 und der Ebene des ersten Teil- 
slrahls 7' der nachsten Gruppe 9 ist gleich oder im wesentli- 
chen gleich dem Abstand, den die Hbenen der Teilstrahlen 7' 
innerhalb jeder Gruppe 9 voneinander aufweisen. Die Ab- 
messung x', die die TeilsUrahlen T in den Gruppen 9 in der 
X-Achse aufweisen, ist gleich oder etwa gleich der Abmes- 
sung X dividiert durch die Anzahl der Teilstrahlen T je 
Gruppe 9. 

Bei der dargestellren Ausfuhrungsform ist jeder Laser- 
strahl 7 in funf Teilstrahlen 7* aufgefachert, so daB bei insge- 
samt drei Gruppen insgesanil fiinfzehn 'RiilsLrahlen 7' erhal- 
ten sind. 

In einem nachsten Schritt wird in der Laseroptik 8 eine 
Uiufonnung der Teilstrahlen 7* derart vorgenommen, daB 
diese Teilstrahlen 7' in ihrer X-Zi-Ebene iibereinanderge- 
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schoben werden, so daB die Ibiistrahlen T deckungsgleich 
licgcn und clncn umgcformtcn balkcnfbrmigcn Lascrstrahl 
7" bilden, wie dies in der Posidon c derFig. 3 angedeutet ist. 
Dieser Laserslrahl T* besilzl dann in RichUing der Y-Achse 
seine groBcrc Abmcssung y", die der Hdhc / multiplizicrt 5 
mit der Anzahl der Gruppen 9 entspricht Die Bieite des La- 
sersLrahki 7" isL gLeich der Abiiiessung x' der Ibilslrahlen T. 
DerbalkenfArmige T.aserstrahl 7" wird dann anschlieSend in 
einer Fokussieranordnung 10 im Fokus 5 fokussiert. 

Das vorstehend beschriebene Prinzip der Strahl-UinTor- 10 
mung hat u. a. den Vortcil, daB die T^serstrahlung cincr 
VielzahL von Laserbarren 4, die in Richtung der Y-Achse ge- 
geneinander venielzt in der Laserdiodenanordnung 2 vorge- 
sehen sind, in dem gemeinsamen Fokus 5 fokussiert werden 
kann, somit also bei hoher Strahlqualit^t eine hohe Lei- is 
stungsdiehte erdelbar ist, wobei dta- konsUrukliv nolwendige 
und nicht vcmncidbarc Ahstand y zwischcn den cinzclncn 
Ebenen, in denen die Laserbarren 4 angeordnet sind, fur das 
UtiiTonuen genuLzL wird. Ein weilerer \brteil beslehl darin, 
daB die T^seropdk 8 und insbesondere auch deren Umfomn- 20 
elemente sehr einfach und damit auch pieiswert realisiert 
werden kOnnen. 

Als crstcs Umfomnclcmcnt cnthalt die T^scroptik 8 im 
Strahlengang auf die Fast-Axis-Kollimatoien 6 folgend ei- 
nen erslen Platlenlacher 11, der aus einer Vielzahl von dun- 25 
nen Flatten 12 aus einem lichtJeitendes Material, beispiels- 
weise aus Glas hergestellt ist. Bei der daigestellten Ausfiih- 
rungsfonn weisen die Plallen 12 einen quadratischen Zu- 
schnitt auf. Jcdc Platte 12 bcsitz.t zwci plane Platlcnscitcn 13 
und 14, die optisch hochwerdg ausgebildet, d. h. poUert und 30 
nut einer And-Reflexionsschicht versehen sind und von de- 
nen die Schmalseite 13 den TJchteintriU. und die Schmalseite 

14 den Lichtaustritt bilden. Die Flatten 12 schlieBen mit ih- 
ren OberHachenseiten, die ebenfalls pollen sind, stapelartig 
ancinandcr an. Zwischcn bcnachbartcn Flatten 12 ist bei- 35 
spielsweise Luft oder ein Medium vorgesehen, welches die 
Flatten verbindet und zugleich eine Tbtalreflexion des La- 
ser-! Jchtes innerhalb der Flatten 12 an deren Oberflachen- 
seiten sicherstelit. Die Flatten 12, die mit ihren Oberflachen- 
seilen jeweils in der Y-Z-Ebene angeordnet idnd, sind uin 40 
wcnigstcns cine Fachcrachsc fachcrartig gcgcncinandcr vcr- 
dreht oder aufgefachert, und zwar derart, dafl die Ebenen der 
Plattenschmalseiten 13 bzw. 14 zweier benachbarten Flatten 
einen Winkel mireinander einschlieBen, der 7., B. in der Gro- 
Benordnung von 1 bis 5° liegt Die einzelnen Flatten 12 sind 45 
jeweils von FlatLe zu FlaLLe in gleichem Richtungssinn uin 
die Fachcrachsc z.ucinandcr vcrdrcht. Die Dickc der Flatten 

12 betragt beispielsweisc 1 mm. Durch die Flatten 12 erfolgt 
das Auffachem der Laserstrahlen 7 sUmUicher Laserbarren 4 
in die Teilstrahlen T bzw. in die einzelnen Gruppen 9, wobei 50 
die Anzahl der Flatten 12 die Anzahl der Teilstrahlen T in 
jeder Gruppe 9 bestiimiiL, d. h. bei der dargeslelllen Ausftih- 
rungsform wcist der Fiattcnfachcr 11 insgcsamt funf Flatten 
12 auf. Die Ausbildung und Anordnung des Plattenfachers 
12 sind weiLerhin so gelrorfen, daB die pandlel zu den Ober- 55 
flachenseiten der Flatten 12 liegende Mittelebene des Plat- 
tenfachers 11 mit der Y-Z-Mittelebene der Laserstrahlen 7 
zusaiiunenfallt und daB weilerhin die Ebene, in der die we- 
nigstens eine Richerachse liegt, eine X-Z-Rbene ist, und 
zwar die Mittel- oder Symmetrieebene samtiicher von der 60 
Laserdioden anordnung 2 ausgehender Laserstrahlen 7. 

Zum Umformen der Teilstrahlen T in den T^serstrahl 7" 
ist im Strahlengang auf dem Plattenflacher 12 folgend ein 
weilerer Plattenfacher 15 vorgesehen. Dieser Plattenfacher 

15 besteht aus mehreren Finz^lplartenfachem 15*, die in 65 
Richtung der Y-Achse aneinander anschlieBen, wobei die 
Anzahl der EinzelplallenTacher 15' gleich der Anzahl der 
Gruppen 9 und damit gleich der Anzahl der Ebenen ist, in 
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denen in der Laseidiodenanordnung 2 Laserbarren 4 voxge- 
schcn sind. Bei der dargcstcUtcn AusfUhrungsform wcist so- 
mit der Plattenfacher 15 drei Einzelplattenfacher 15' auf. Je- 
der EinzeLpLatlenracher 15' besteht wiederuui aus mehreren 
Flatten 12, die stBpclartig ancinandcr anschlicBcn und fa- 
cherardg gegeneinander verdreht sind, und zwar um wenig- 
stens cine Facherachse, d. h. jeder EinzelplatLenfacher 15* 
besitzr. im we.sent1ichen die Ausbildung, wie sie vorstehend 
fiir den Platten^her 11 beschrieben wurde. 

Die Plallen 12 der EinzelplatlenHicher 15 sind aber mil ih- 
ren Obcrflachcnscitcn in der X-Z-Ebcnc angeordnet^ d. h. in 
einer Ebene, die um 90** gegenuber der Ebene der Flatten 12 
des Plallenrachers U uni die Z-Achse gedreht ist. Die An- 
zahl der Flatten 12 in jedem Hinz^lplattenf^cher 15* ist 
gleich der Anzahl der Teilstrahlen T in jeder Gruppe 9 und 
damit gleich der Anzahl der Flatten 12 iin Plattenracher 11. 
Der Fiattcnfachcr 15 kann also im Prinzip untcr Vcrwcn- 
dung der gleichen Flatten 12 wie der Plattenfacher 11 herge- 
sLelll werden. Bei einer entsprechenden Ausbildung ist es 
weiterhin auch mftglich, den Plartenf^cher 15 durch tJber- 
einanderstapeln mehrerer Plattenfacher 11 zu realisieren. 

Die Anzahl der Plallen 12 in dem Plattenfacher 15 isi so- 
mit gleich der Anzahl der Flatten 12 im Fiattcnfachcr 11 
muldpliziert mit der Anzahl der Ebenen, in denen in der La- 
serdiodenanordmmg 2 Laserbarren 4 in do: Y-Achse gegen- 
einander versetzt vorgesehen sind. 

Wahrend durch die facherartige Anordnung der Flatten 
12 im Flallenlacher 11 das Aullachem der Laserstrahlen 7 in 
die Teilstrahlen 7' jcdcr Gruppe 9 erfolgt, werden durch den 
Plattenfacher 15 die Teilstrahlen T in der X- Achse iiberein- 
ander geschoben und in den Strahl 7" umgeformt. 

Die Fokussieranordnung 10 ist bei der dargestellten Aus- 
fiihrungsform von einer Zylinderlinse 16 gebildet, die auf 
dem Plattenfacher 15 folgt u. a. eine KoUimadon des Slrah- 
Ics 7" in der Slow- Axis, d. h. in der X-Achsc hcwirkt, so daB 
im Strahlengang nach der Zylinderlinse 16 eine im wesent- 
lichen parallele Strahlung vorliegt, die dann mit der Sam- 
mellinse 17 in dem Fokus 5 fokussiert wird. 

Laufzeitunterschiede, insbesondere auch in den Tfeilstrah- 
len T konnen durch Verschieben der einzelnen Flatten 12 
des jcwciligcn Plattenfachers nclativ zucinandcr in dcropti- 
schen Achse oder aber durch unterschiedliche Abmessun- 
gen der Flatten 12 (Abstand zwischen den Stimflachen 13 
und 14) ausgeglichen werden. 

Die Fig. 4 und 5 zeigen als weiterc mogliche Ausfuh- 
rungsform einen Diodenlaser la, der sich von dem Dioden- 
laser 1 im wcscntlichcn nur dadurch untcrschcidct, daB die 
dortige Laserdiodenanondnung 2a eine hohere Anzahl an 
Laserbarren 4 aufweist, und zwar insgesamt vier Laserbar- 
ren 4, wobei das erste Umformelement der T^aseroptik 8a 
von zwei Flattenfachern 11a gebildet ist, von denen jeweils 
ein FlalLenfacher 11a zwei Laserbarren 4 bzw. Eiiiitterebe- 
ncn (X-Z-Ebcncn) zugcordnct ist. Die bcidcn Fiattcnfachcr 
11a sind bei der Laseroptik 8a identisch ausgebildet. 

Da bei dieser Ausfiihrung entsprechende Anzahl der La- 
serbarren 4 bzw. der Laserstrahlen 7 (auch Fig. 6 Position a) 
durch die beiden Plattenfacher 11a insgesamt vier Gruppen 
9 von aufgefacherten Tbilslrahlen T gebildet werden (Fig, 6 
Position b), weist auch das zweite Umforrrielement, d. h. der 
dieses zweite Umformelement bildende Plattenfacher 15a 
insgesainl vier Einzelplaltenlacher 15' auf. Die Anzahl der 
Flatten 12 in dem Plattenfacher 15a ist wiederum gleich der 
Anzahl der Laserbarren 4 bzw. Emitterebenen multipliziert 
mil der Anzahl der Teilstrahlen 7* je Teilstrahlgruppe 9, d. h. 
multipliziert mit der Anzahl der Flatten 12 eines der beiden 
Plattenfacher 11 a. 

Die Fig. 7 und 8 zeigen als weitere mogliche Ausfiih- 
rungsform einen Diodenlaser tb, der sich von dem Dioden- 
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laser 1 ini wesenllichen nur dadurch unlenscheidel, daB die 
Slow-Axis- KoUimation nicht durch die Zylindcrlinsc 16 cr- 
folgt, die im Strahlengang nach dem zweiten Hattenfacher 
15b erfolgl, sondem durch ein Mikrolinsen-Aney 18, wel- 
ches im Strahlengang unmittclbar vor dem crstcn Plattcnfa- 5 
cher lib angeordnet ist. 

Die in den Fig. 7 und 8 allgeiiiein iiiiL 8b bezeichnele La- 
seroptik weist somit folgende Elemente auf, die - ausgehend 
von der der Laserdiodenanordnung 2a entsprechenden La- 
sexdiodenanoidnung 2b - in der nachslehenden Reihtaifolge 10 
ancinandcr anschlicBcn: 

- Fast-Axis-Kolliiiialoreo 6, und zwar jeweils einer 
fUr jede Hmitterebene b/w. fUr jeden T.aserharren 4; 

- Micorlinsen-Arrey 18 zur Slow-Axis-KoUimation; 15 

- PlalLenracher lib, der hinsichOich Ausbildung und 
Anordnung dem Plattcnfachcr 11 cntspricht; 

- PLattenfacher 15b, der den Plattenfacher 15 cnt- 
sprichL sowie 

- Fokussierelement Oder Samroellinse 17. 20 

Das Microlinsenarrey 18 bestehl bei der dargeslelllen 
Ausfuhrungsform aus cincr Viclzahl von als Zylindcrlinscn 
wiikenden optischen Elementen oder ZylinderUnsen 19, die 
inil ihrer Achse in der Y-Achse, d. h. senkrechl zur akdven 25 
Schicht der Emitter der Laserbarren 4 orientiert sind. Die 
ZylinderUnsen 19 sind so angeordnet, daB jeweils mehrere 
Zylinderlinsen 19 in Richlung der X-Acfase in einer Reihe 
ancinandcr anschlicBcn und hicrbci vorzugswctsc zu cincm 
Linsenelement zusammengefaBt sind. Jedem Laserbarren 4 30 
Oder jeder Emitterebene ist eine solche Reihe zugeordnet. 
Bei der dargestellen AusfUhningsform ist die Anzahl der 
Zylinderlinsen 19 in jeder, sich in Richtung der X- Achse er- 
streckenden Reihe gleich der Anzahl der Plalten des PlaiLen- 
fachcrs lib. 35 

Die Anzahl der Flatten des Plattcnfachers 15b ist wie- 
derum gleich dem Produkt aus Anzahl der Flatten des Plat- 
tenf^chers lib und der AnyjahX derHbenen der T.aserbarren 4 
bzw. der Emitterebenen der Laserdiodenanordnung 2a. Bei 
der dargeslelllen Ausnihrungsfonii belragl also die Anzahl 40 
der Flatten des Plattcnfachers 15b bei insgcsamt vicr Emit- 
terebenen und funf Flatten des Plattcnfachers lib zwanzig. 

Die Fig. 9 und 10 zeigen als weicere m5gliche AusfUh- 
rungsform einen Diodenlaser 1c, der wiedemm die der la- 
serdiodenanordnung 2a entsprechende Laserdiodenanord- 45 
nung 2c iidl vier in unLerschiedlichen Ebenen angeordnelen 
Laserbarren 4 aufwcist sowie die T^ascroptik 8c, die im 
Strahlengang auf die Laserdiodenanordnung 2c folgend die 
Fast-Axis-Kollimatoren 6, das Microlinsen-Arrey 18 mit 
den Reihen der Zylinderlinsen 19, die beiden den PlattenfS- 50 
cher 11a entsprechenden Plattenfacher 11c sowie den dem 
PlaLLenHicher 15a entsprechenden Flallennicher 15c auf- 
wcist, d. h. die Lascroptik 8c cntspricht der Laseroptik 8a, 
aileidings mit dem Unterschied, daB anstelle der als Slow- 
Axis-KuUizxialor dienenden Zy linderlinse 16 die S low- Axis- 5S 
KoUimation wiedemm vor dem ersten Platlenfachem 11c 
durch das Linsenaney 18 erfolgt. 

Die Fig. 11 und 12 zeigen einen Diodenlaser Id, der sich 
von dem Diodenlaser Ic im wesentlichen nur dadurch unter- 
scheidet, daB das Linsenarrey 18 zur Slow-Axis-Kollima- 60 
don im Strahlengang vor dem Fast-Axis-Kollimatoren 6 an- 
geordnet. ist. Die Plattenfacher lid bzw. 15d ent^sprechen 
wiederum den Platlenfachem 11c bzw. 15c. 

Die Erfindung wurde voninstehend an Ausfuhrun^sbei- 
spielen beschrieben. Rs versteht sich, daB zahlreiche Ande- 65 
rungen sowie Abwandlungen moglich sind, ohne daB da- 
durch der der Erfindung zugrundeliegende Erfindungsge- 
danke verlassen wird. So wurde vorstehend davon ausge- 



gangen, daB in jeder Ebene der Laserdiodenanordnung ein 
Laserbarren 4 vorgcsehcn ist. Grundsatzlich besteht die 
Moglichkeit, in jeder Ebene mehrere derartige Barren in der 
X-Acfase aufeinander folgend vorzusehen und/oder zwei 
Oder mchr als drei dcrardge Ebenen zu verwcndcn. Weitcr- 
hin ist es beispielsweise auch moglich, anstelle von mehre- 
ren, jeweils in Reihen angeordenlen Zylinderlinsen 19 ein 
Microlinsen-Arrey ftir die Slow-Axis-Kollimation zu ver- 
wenden, bei der fiir s^tliche Emitterebenen oder aber fur 
einen Tfcil oder eine Gruppe solcher Emitterebenen durchge- 
hcnde, d. h. sich in Richtung der Y-Achsc crslrcckendc 7y- 
linderlinsenelemente vorgesehen sind, wobei die im Zusam- 
tuenhang nut den Fig. 7-12 beschriebene Ausbildung aller- 
dings den Vorteil einer individuellen Juf^tierbarkeit der Zy- 
linderlinsen oder Zylinderlinsenanordnungen hat. 

Bczugszcichcniistc 

1, la, lb, Ic, Id Diodenlaser 

2, 2a, 2b, 2c, 2d T^serdiodenanordnung 
3 Substrat 

4Laseibanen 
SFokus 

6 Fast-Axis-KoUimator 

7 Laserslrahl 
T Teilstrahl 

7" Umgeformter Strahl 
8, 8a, 8b, 8c, 8d Laseroptik 

9 Ibilstrahlgruppe 

10 Fokussieranordnung 

11a, lib, 11a, lib. He, lid FlattenfUcher 
12 Platte 

13, 14 Schmalseite 

15, 15a, 15b, 15c, 15d Plattenfacher 

15' EinzclplattentBcher 

16 Zylinderlinse 

17 Sammellinse 

18 Mikrolinsen-Array 

19 Zylinderlinsen 
X-Achse 
Y-Achse 

Z- Achse 

X-Z-Ebene, Y-Z-Ebene 

X-Y-Ebene 

X, x' Abmessung 

y Ab stand 

y'. y" Htthc 

PatentansprUche 

1. Laseroptik zum Umformen der Laserstrahlen (7) 
von Diodenelemenlen oder Emitlem einer Laserdio- 
denanordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d), die (Diodcnclcmcntc 
oder Emitter) als Emittergruppe (4) jeweils in einer 
Emitterebene (X-Z-Ebene) und in einer Achse (X- 
Achse) auf einander folgend angeordnelen sind, mil 
wenigstens zwei in einer optischen Achse (Z-Achse) 
aufeinander folgend angeordnelen Umfonnelemenlen 
(11, 11a, lib, 11c, lid; 15, 15a, 15h, 15c, 15d), von de- 
nen wenigstens eines ein durchstrahlbares Element ist 
und ein erstes Umfonnelement (11, 11a, lib, 11c, lid) 
eine AufTacherung des von einer Hmittergmppe (4) er- 
zeugten Laserstrahls (7), der einen sich in einer ersten 
Achse (X- Achse) senkrechl zur optischen Achse (Z- 
Achse) erstreckenden linien- oder bandfHrmigen Quer- 
schnitt aufweist, in aufgefacherte Teilstrahlen (7') be- 
wirkL, die in der erslen Achse (X-Achse) und in einer 
zweiten Achse (Y-Achse) gegeneinander versetzt sind. 
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wobei die zweile Achse (Y-Achse) !ienkti$chl zur erslen 
Achsc (X-Achsc) und auch scnloocht zur optischcn 
Achse (Z^Achse) liegt, wobei ein zweites optisches 
Uiiifoniielemeni ein Verschieben der TtilsUrahlen (7*) 
jcwcils in cincr Rbcnc (X-Z-Hhcnc) parallel 7.ur crstcn 5 
Achse (X- Achse) derart bewirkt, daB bei dem aus dem 
zweiten UiiifomieleuienL (15, 15a, 15b, 15c, 15d) aus- 
tnetenden umgeformten T^aserstrahl (7") die parallelen 
Teilstrahlen (T) nur noch oder im wesentlichen nur 
noch in der zweiltai Achse (Y-Achse) gegeneinander 10 
vcnustzt sind, dadurch gekennzeichnet, daB in wcnig- 
stcns zwei Emitterebenen (X-Z-Ebcne), die parallel zu- 
einander angeonlnei und in einer Achse (Y-Achse) 
senkrecht zu den Emitterebenen (X-Z-Ebene) um einen 
Abstand (y) vondnander beabstandet sind, jeweils we- 15 
nigslens eine ExniUeigruppe (4) vorgesehen isL daB die 
TAScrslrahlcn (7) jcdcr Hmirxcrgruppc (4) durch cin cr- 
stes Umforraelement (U, 11a, lib, 11c, lid) in eine ei- 
gene Teibiirahlgruppe (9) von aufgcfacherlen TVilstrah- 
len (7') umgeformt wird, daB die Tfeilstrahlgruppen (9) 20 
in der zweiten Achse (Y-Achse) gegeneinander versetzt 
sind, und dafi durdi das zweite UiofomielemenL (15, 
15a, 15b, 15c, 15d) die Teilstrahlen (T) samilichcrTcil- 
strahlgruppen (9) zu dem aus den zweiten Umformele- 
inenl austielenden uiugefonuLen Laserstrahl (7") uiu- 2S 
geformt werden. 

2. Laseroptik nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die durch das ersle UnifonneleinenL (11, 11a, 
lib, 11c, lid) gcbildctcn Tcilstrahlgnippcn (9) derart 

in der zweiten Achsc (Y-Achse) versetzt sind, und daB 30 
der Abstand (y') zwischen jeweils gleichartigen Teil- 
strahlen (T) benachbarter Gruppen (9) dem Abstand 
(y) der Emitterebenen (X-Z-Ebene) der Laserdioden- 
anordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d) entspricht. 

3. T-Ascroptik nach Anspruch 1 odor 2, dadurch go- 35 
kennzeichnet, dafi die Emittergruppen jeweils von ei- 
nem mehrere Emitter aufweisenden Laserbanen (4) ge- 
bildet ist. 

4. Laseroptik nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB in jeder Emitter- 40 
cbcnc (X-Z-Ebcnc) cine Emittcrgruppc (4) voigcRchcn 
ist. 

5. Laseroptik nach einem der vorhergehenden AnsprU- 
che, dadurch gekennzeichnet^ daB das erste Umform- 
element von wenigstens einem ersten Platten^cher 45 
(U, 11a, lib, Uc. lid) gebildet ist. 

6. Laseroptik nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB der erste Plattenfacher (11, lib) fur samtliche 
Emitterebenen gemeinsam voigesehen ist, 

7. Laseroptik nach einem der vorhergehenden Ansprij- 50 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Umform- 
element von wenigstens einem zweiten Plattenfacher 
(15, 15a, 15b, 15c, 15d) gcbildct ist. 

8. Laseroptik nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB der zweite Plalienfacher (15, 15a, 15b, 15c, 55 
15d) fiir samtliche Teilstrahl gruppen (9) der durch das 
erste Umformelement (11, 11a, lib. He, 11 d) umge- 
fonnten Laserstrahlen (7) gemeinsam vorgesehen ist. 

9. T.aseroptik nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der zweite Plattenfacher (15, 15a, 15b, 15c, 60 
15d) aus mehreren aneinander anschlieBenden Einzel- 
plattenrachem(t5') besteht und heispielsweise fur jede 
Teilstrahlgruppe (9) einen Einzelplattcnfacher (15') 
aufweist. 

10. Laseroptik nach einem der vorhergehenden An- 65 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Plat- 
tenfacher (15, 15a, 15b, 15c. 15d) eine Vielzahl von 
Platten (12) aus einem lichtdurchlassigen Material auf- 



wdsl, und dafi die Anzahl dieser Flatten (12) gleich der 
Anzahl der durch das crstc Umformelement gcbildctcn 
Tfeiistrahlcn (T) ist, 

11. Laseroptik nach einem der vorhergehenden An- 
sprQchc, dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Plat- 
tenfacher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) eine Vielzahl von 
Platten (12) aus einem lichtdurchlassigen Material auf- 
weist, und daB die Anzahl dieser Platten (12) gleich der 
Anzahl der Emitterebenen (X-Z-Ebene) multipliziert 
iiiit der Anzahl der Platten (12) ist, die der wenigstens 
cine crstc Plattenfacher (11, 11a, lib, 11c, lid) jcwcils 
aufweist. 

12. Laseroptik nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, gekennzeichnet durch KoUimatoren (6, 16) im 
Strahlengang der Laserlichtstrahlung. 

13. Laseroptik nach einem der vorhergehenden An- 
spriichc, gekennzeichnet durch cine Fokussicroptik 

(17) zum Fokussieren des umgeformten Laserstrahls 
(7") in einem Fokus (5). 

14. laseroptik nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB Fast-Axis-KoUi- 
maloren (6) iiii Strahlengang der Laserlichtstrahlung 
vor dem ersten Umformelement (11, 11a, lib, 11c, 
lid) vorgesehen sind. 

15. Laseroptik nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein 
Slow-Axis-Kollimator (16) im Strahlengang nach dem 
zweiten Umfonnelement (15, 15a) vorgesehen ist. 

16. laseroptik nach cincm der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB im Strahlengang 
der Laserlichtstrahlung vor dem ersten Umformele- 
ment (lib, 11c, lid) eine als Slow-Axis-Kollimator 
wirkende Linsenanordnung bzw. Aficrolinsenarrey 

(18) vorgesehen ist. 

17. Diodcnlascr mit cincr T^scrdiodcnanordnung (2, 
2a, 2b, 2c, 2d) und einer Laseroptik zum Umformen 
der Laserstrahlen (7) von Diodenelementen oder Emit- 
tem dieser T^serdiodenanordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d), 
die (Diodenelemente oder Emitter) als Emittergruppe 
(4) jeweilij in einer Emitterebene CX-Z-Ebene) und in 
cincr Achsc (X-Achsc) auf cinandcr folgcnd angcord- 
neten sind, mit wenigstens zwei in einer optischen 
Achse (Z-Achse) aufeinander folgend angeordneten 
Umformelementen (11, 11a, lib, 11c, lid; 15, 15a, 
15b, 15c, 15d), von denen wenigstens eines ein durch- 
slrahlbares Element ist und ein erstes Umformelement 
(11, 11a, lib, 11c, lid) cine Auffachcrung dcs von ei- 
ner Emittergruppe (4) erzeugten Laserstrahls (7), der 
einen sich in einer ersten Achse (X-Achse) senkrecht 
zur optischen Achse (Z-Achse) erstreckenden linien- 
oder bandformigen Querschnitt aufweist, in aufgefa- 
cherte Teilsirahlen (7*) bewirki, die in der ersten Achse 
(X-Achsc) und in cincr zweiten Achsc (Y-Achsc) ge- 
geneinander versetzt sind, wobei die zweite Achse (Y- 
Achse) senkrecht zur ersten Achse (X- Achse) und auch 
senkrecht zur optischen Achse (Z-Achse) liegt, wobei 
ein zweites optisches Umformelement ein Verschieben 
der Teilsirahlen (T) jeweils in einer Ebene (X-Z- 
F^ene) parallel zur ersten Achse (X-Achse) derart be- 
wirkt, daB bei dem aus dem zweiten Umformelement 
(15, 15a, 15b, 15c, 15d) austretenden umgefonnten La- 
serstrahl (7") die parallelen Teilstrahlen (7*) nur noch 
Oder im wesentlichen nur noch in der zweiten Achse 
(Y-Achse) gegeneinander versetzt sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in wenigstens zwei Rmitterebenen 
(X-Z-Ebene), die parallel zueinander angeordnet und 
in einer Achse (Y-Achse) senkrecht zu den Emiilerebe- 
nen (X-Z-Ebene) um einen Abstiind (y) voneinander 
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beabsLandel sind, jeweils wenigslens eine EuiiUer- 
gruppc (4) vorgcschcn ist daB die Lascrstrahlcn C7) jc- 
der Emittetgruppe (4) duich ein eistes Umformelement 
(U, 11a, lib. 11c, lid) in eine eigene Ibilsuahlgruppe 
(9) von aufgc(Schcrtcn Tcilsirahlcn (T) umgcformt 
wird, daB die Tfeilstrahlgruppen (9) in der zweiten 
Achse (Y-Achse) gegeneinander verselzi sind, und dafi 
durch das zweite Umformelenient (15, 15a, 15b, 15c, 
15d) die Teilstrahlen (T) samtUcher Teilstrahlgruppen 
(9) zu deiii aus den zweilen UiJifoniieleiiienl ausLrelen- 
dcn umgcformtcn T^scrstrahl (7") umgcformt wcndcn. 

18. Diodenlaser nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichneL, daB die durch das erste Umfoniieleinent (11, 
11a, lib, lie. lid) gebildeten Teilstrahlgruppen (9) 
dcrart in der zweiten Achsc (Y-Achse) versetzt sind, 
und daB der Absland (y*) zwischen jeweils gleicharti- 
gcn Teilstrahlen (7') bcnachbarter Gruppcn (9) dcm 
Abstand (y) der Emitterebenen (X-Z-Ebene) der Laser- 
diodenanordnung (2, 2a, 2b, 2c, 2d) enlsprichl. 

19. Diodenlaser nach Anspruch 17 oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Emitteigruppen jeweils von 
eineui iiiefaiere Eiiiiller aufweisenden Laserbanen (4) 
gchildct ist 

20. Diodenlaser nach einem der vorheigehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnel, daB in jeder EmilLer- 
ehene (X-Zr-Rbene) eine Rmittet^ruppe (4) vorgesehen 
ist. 

21. Diodenlaser nach einem der vorhetgehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzeichnet, daB das crstc Um- 
fonnelement von wenigstens einem ersten Platcenfa- 
Cher (11, 11a, lib, lie, lid) gebildet ist 

22. Diodenlaser nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Plattenfacher (11« Ub) fUr samt- 
liche EiiiiLlerebenen geiiieinsam voigesehen ist 

23. Diodenlaser nach cincm der vorhcrgchcndcn An- 35 
spniche, dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Um- 
formelement von wenigstens einem zweiten Plattenfa- 
cher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) gebildet ist 

24. Diodenlaser nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite PLatLenlacher (15, 15a, 15b, 40 
15c, 15d) fur sSmtlichc Teilstrahlgruppen (9) der durch 
das erste Umformelement (U, 11a, Ub, 11c, lid) um- 
gefonnten Laserstrahlen (7) gemeinsam voigesehen 
ist 

25. Diodenlaser nach Ansprach 24, dadurch gekenn- 45 
zeichneU daB der zweite Plattenfacher (15, 15a, 15b, 
15c, 15d) aus mchrcrcn ancinandcr anschlicBcndcn 
Einzelplattenfachem(15') besteht und beispielsweise 
far jede Ibilstrahlgruppe (9) einen Einzelplattenfacher 
(15') aufweist 50 

26. Diodenlaser nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Plat- 
tenfacher (15, 15a, 15b, 15c. 15d) cine Viclzahl von 
Platten (12) aus einem lichtdurchlassigen Material auf- 
weist, und daB die Anzahl dieser Platten (12) gleich der 55 
Anz^l der durch das erste Umformelement gebildeten 
Teilstrahlen (7*) ist 

27. Diodenlaser nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Plat- 
tenfacher (15, 15a, 15b, 15c, 15d) eine Vielzahl von 
PiaLUsn (12) aus einem lichtdurchlassigen Materia] auf- 
weist, und daB die Anzahl dieser Platten (12) gleich der 
Anzahl der Emittercbenen (X-Z-Ebene) multipliziert 
iiiit der Anzahl der Platten (12) isL, die der wenigstens 
eine erste Plattenfdcher (11, 11a, lib, 11c, lid) jeweils 65 
aufweist. 

28. Diodenlaser nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch Kollimaloren (6, 16) im 



60 



Slrahlengang der Laserlichlslrahlung. 

29. Diodenlaser nach cincm der vorhcrgchcndcn An- 
spruche, gekennzeichnet durch eine Fokussieioptik 

(17) zuiii Fokussieren des uingerormlen LasersLrahls 
(7") in cincm Fokus (5). 

30. Diodenlaser nach einem der vorheigehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB Fast-Axis-KoUi- 
matoren (6) im Strahlengang der T,aserlichtstrahlung 
vor dem ersten Umformelement (11, 11a, lib, 11c, 
Ud) voigesehen sind. 

31. Diodcnla.scr nach cincm der voihci^chendcn An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein 
Slow-Axis-Kollimator (16) iin Slrahlengang nach deiii 
zweiten Umformelement (15, 15a) voi^gesehen ist 

32. Diodenlaser nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB im Slrahlengang 
der T^scrlichtstrahlung vor dcm ersten Umformele- 
ment (lib, 11c, lid) eine als Slow-Axis-Kollimator 
wirkende Linsenanordnung bzw. Nficrolinsenairey 

(18) vorgesehen ist 
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